
No.9 酸化物膜及びその製造方法 

 

（１）開放特許（シーズ）の概要 

従来から、透明性又は導電性を備えた種々の酸化物膜が研究されている。特に、透明

性と導電性を兼ね備えた膜は透明導電膜と呼ばれ、フラットパネルディスプレーや太陽

電池などのデバイスにおける重要な要素材料として広く用いられている。これまでに採

用されてきた代表的な透明導電膜の材料は、ITO（酸化インジウム錫）と ZnO（酸化亜

鉛）である。ITO（酸化インジウム錫）は、特に透明性や導電性が高いことで知られて

おり、材料としても安定していることから、各種のデバイスにおいて長年用いられてき

た。しかし、その導電性は n型しか示さないため、適用範囲が限定される。 

本発明は p型導電性を示すとともに、高い導電性と高い透明性を兼ね備えた酸化物膜

及びその製造方法に関するものである。当該導電膜は銀(Ag)およびニッケル(Ni)からな

る酸化物膜であって、微結晶を含むアモルファス状、またはアモルファス状であること

を特徴とする。 

 

（２）特徴（写真、または図面） 

p 型導電性を示す透明導電膜として、本発明者による Cu-Nb-O 系アモルファス酸化物

膜が知られているが（特許第 5641402 号）、透明性などに課題を残していた。本発明者

はさらなる材料探索を行い、Ni-Ag-O 系アモルファス酸化物が高い導電性と透明性を有

する p型導電膜であることを見出し、本発明を完成した。 

得られた p型導電膜の導電性と透過率を以下に示す。 

 

 

 

 

 

  



（３）活用例（写真、または図面）200 字～300 字程度 

p 型導電膜の用途としては、タンデム接合太陽電池用 p型透明電極、LED のような発

光素子、フラットパネルディスプレイ等の透明電極などが有力である。 

透明性と導電性を兼ね備えた p型透明導電膜であれば、トップエミット型半導体発光

素子の正極や太陽電池の導電層に利用することが可能である。特に、高効率太陽電池開

発のために開発が進められているタンデム型太陽電池では、p型透明導電膜が高効率を

実現するのに必要不可欠である。 
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